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産業界では STT-MRAM(Spin Transfer Torque Magnetoresistive Random Access Memory)の実用化が

行われているが、高速性と無限回数の書き換え耐性が要求されるキャッシュメモリ用途等の実用

性は未だ確実とはいえない。ましてや AI用途では、けた違いの低消費電力が要求されるため、技

術的ハードルは益々高くなる。 

そこで、著者らは Fig.1 と Fig.2 に示すような SOT(Spin Orbit Torque)や VoCSM(Voltage-Control 

Spintronics Memory) 等のスピントロ二クスメモリを用いたメモリ階層の進化を提唱し、この課題

解決を目指している。 

本講演では、まず Spin Hall効果を利用した SOT-MRAMの持つ低消費電力と書き換え耐性等の

優位性と残された課題についてレビューする[1]。 

つぎに、AI用途の二大課題である超低消費電力化とデータ転送バンド幅を一騎に解決する可能

性を持つ Spin Hall 効果と VCMA を利用した VoCSM を用いた不揮発性の logic-gate と In-memory 

computingの可能性について議論する[2], [3]。 
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Fig.1 Illustration of a VoCSM-cell           Fig.2 Evolution of possible memory hierarchy      

第67回応用物理学会春季学術講演会 講演予稿集 (2020 上智大学 四谷キャンパス)13p-A301-6 

© 2020年 応用物理学会 100000001-097 T20


